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Anwendung hochintegrierter MOS- Lesespeicher in sequentiellen TTL-Systemen

Durch Anwendung hochintegrierter Speicherbauelemente (z.B. 1702 A) lassen sich leistungsfidhige
Steuerwerke mit relativ geringem Aufwand aufbauen. Je nach gewdhlter Struktur bestehen sie aus
einem Adreflspeicher oder -zdhler an dem ein Speicher mit entsprechenden Daten- oder Befehls-
worten angeschlossen ist.

Wirkungsweise:

Die meisten Steuerwerke sollen, von einer voreingestellten Anfangsadresse an, eine Reihe von Xode-
worten aisgeben. Somit mufl fiir die Adreflsteuerung ein voreinstellbarer Zdhler mit einem, dem Adressen-
vorrat des Speichers entsprechenden, Zdhlumfang eingesetzt werden. Im ausgefiihrten Beispiel (Abb. 1)
kommen zwei Synchronzédhler vom Typ D 193 zur Anwendung. Ihnen werden wahlweise die Taktimpulse CZ
(fir den Zdhlbetrieb) und CP (fiir die parallele AdreBiibernahme) zugeﬁihrt. Die Zdhler-Ausgangs—
informationen entsprechen den Speicheradressen. Im Speicher ist Jjeder Adresse das gewlinschte Kode-
wort zugewiesen. Der fir die Ansteuerung eines MOS-Schaltkreises notwendige erhdhte H-Pegel wird
durch die gegen Uy geschalteten Widerstdnde erreicht (siehe D.54/80).

Die Speicher-Ausgangsdaten werden in den als invertierende Treiber arbeitenden D 100 Gattern der
TTL-Pegel- und Lastnorm angepallt.

Z2dhlimpulse CZ erhthen die Speicheradresse. Mit den Speicherimpulsen CP kann die, an den Vorbe-
reitungseingéngen liegende Speicheradresse SA in den Zdhler iibernommen werden.

O & ¢ De
€z ———3f€72|4 - A
193 Ia:o
2 &—— 01
| 7 [Rom[ 5 |_.’|J u
AB 1 4 2702 2 3
A1 2 4| A |4 02
A2 “ 8 + 8|l |s ..*J |
A3 8 6| | z
—cA 321 |32 > ¢—— D3
- 64 -
R
H N 4x820 H—'
*
cc & Dk
T '—H-J L
bC 1 |00
3 p S
¢ 2 l—-’}—T =
Al 1 4 & D6
A5 2 |_~.J —
A6 b 8 %
A7 8 — 07
A g o
L M I 8x SAY17
cP HR
™ Py (2x SAM6Y) o
+Ucc
1k ;
Beirie bssponnungen : +Ucc
fur 1702 A
Uecc =+5V 1

*lec Upp = -9V



Zeitbed :

Die Schaltzeiten werden im wesentlichen durch den eingesetzten MOS-Speicher bestimmt und weichen
von den in TTL-Systemen Ublichen Schaltzeiten erheblich ab. Die Verzdgerungszeiten werlen im TTIL-
Umschaltpunkt Up = 1,5 V gemessen.

Intern arbeiten die frigger der D 193-Zihler zweiflankengesteuert. Die HL-Flanke stellt den Zidhler
auf den nichsten Zustand vor (Abb. 2). Die neue Zdhlerinformation wird an der ILH-Flanke an die Aus—
génge ibergeben. Somit ist im Z&hlbetrieb die LH-Flanke des CZ-Impulses Bezugspunkt der Zeitmessung.
Weitere Angaben siehe Arbeitsblatt D.54/80.
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Abb.2 Speicherbetrieb

Bei paralleler Ubernshme einer Adresse (Abb. 2) sind die Zeitbedingungen des D 193 zu beachten. Die
parallele Information muf im Bereich ty = 20 ns vor der HL-Flanke bis ty = O ns nach der LH-Flanke
des CP-Impulses giilltig bleiben. Wdhrend der Dauer von CP = L bleiben Zﬂglimpulse wirkungslos. Die
Speicherdaten erhalten ihre Gililtigkeit spétestens bei t, = 1,15 us und behalten sie bis tg = 0,2 ps
(siehe Arbeitsblatt D.54/80).

Programmierung:

Bei Verwendung der E-PROM’s 1702 A kdnnen die Moglichkeiten des Programmierarbeitsplatzes genutzt
werden., Die elektrische Programmierung erfolgt durch Nutzung des Betriebsprogramms "APC" des Pro-
grammierarbeitsplatzes,

Hinweise fiir die Anwendung:

Das gleichzeitige Auftreten von Parallelilbernshmeimpulsen CP wiéhrend des Z&hlvorganges mull extern
durch eine kombinatorische Schaltung verhindert werden. Eine Unterdriickung der Z&hlimpulse wdhrend
der Parsllelilbernahme kann entfallen (Abb. 3), wenn der Ubernahmeimpuls CP den Z#hlimpuls CZ ein-
deutig umschlieBt (s. Bauelementeinformation D 193).
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Abb.3 Speicher-Zahi-Betrieb
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